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［序論］近年、半導体セルへの光照射による水素生成の研究が注目されつつあり、国内では 2017

年に InGaP / GaAs /Geの 3接合太陽電池と水素生成触媒に電解めっき成膜した白金黒を使用し

11.2％の水素変換効率が報告されている[1]。その報告では、光化学反応による起電流値が約 9時

間後に 10％減少し表面の TiO2保護膜の変色劣化が観察されていた。本研究では、触媒電極の成膜

方法を無電解めっきへ変更した結果、新たな劣化現象が見られたのでこれを報告する。 

［方法］無電解白金黒めっきを 18分間施した InGaP /GaAs/Geの 3接合太陽電池と対向電極に 

IrO２を、電解液には KHCO3溶液を使用した。窒素ガスを反応容器内に噴入して内部の酸素濃度を

約 0.01%になるまで低下させた後、擬似太陽光を太陽電池セルに照射して生成された水素生成量

を測定した。 

［結果と考察］今回得られた水素変換効率は 3.5％であったが、反応起電流値は約 1時間後から

緩やかに低下し 10時間後に約 20％の劣化が確認された（図 1）。また、表面の反射防止膜は大き

な変色は見られなかった（図 2）。我々は無電解めっきでめっきを行なったことがその劣化要因で

はないかと推測し、白金黒めっきを電子顕微鏡で観察したところ表面が繊維状に侵食されている

のを観察した。反射防止膜の劣化に関しては，めっき表面が反射防止膜よりも脆弱であった為，

触媒めっきが先に劣化したことで反射防止膜の劣化の進行が遅れたのではないかと考えた。  
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図 1 起電流値の時間変化 図 2 反射防止膜の変色 
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